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【研究背景】セレン化鉄（FeSe）は、バルクで 8 Kの超伝導転移温度（Tc）を示す層状鉄系超伝

導物質である。近年 SrTiO3 (001)基板上に成長した単層の FeSeが Tc = 65 Kに相当する超伝導ギャ

ップを示すことが報告され 1、その高温超伝導の起源が盛んに議論されている。トンネル分光や光

電子分光の実験から、単層化によるバンド構造の変調 2、基板からの電荷移動 3、及び薄膜基板間

の電子格子相互作用 4が提案されている。我々はこれまでに、FeSe 薄膜の電気二重層トランジス

タにおいて薄膜とイオン液体界面の電気化学反応を活用したエッチングによる極薄膜化とその電

気伝導測定を報告した。また、電気二重層による電界効果と組み合わせることで、FeSe薄膜の高

温超伝導の発現にはバンド変調と電荷蓄積が重要であることを明らかにした 5。一方で、光電子分

光の研究から、SrTiO3基板との電子格子相互作用の重要性が指摘されている 4。そこで本研究では、

FeSe 高温超伝導発現の基板効果を明らかにすることを目的として、3 種類の絶縁性酸化物基板上

に FeSe電気二重層トランジスタを作製し、その電気伝導特性の基板依存性を調べた。 

【実験結果】パルスレーザー堆積法を用いて FeSe 薄膜

を SrTiO3 (001)、KTaO3 (001)及びMgO (001)基板上に基板

温度 300 oCで成長し、真空中 450 oCで 30分間熱処理を

行った。各基板上の FeSe 電気二重層トランジスタにお

いて、エッチングによって得られた単層 FeSe の抵抗値

の温度依存性を Fig. 1に示す。SrTiO3、KTaO3、MgO基

板上におけるオンセット超伝導転移温度はそれぞれ Tc
on 

= 41.9 K, 41.8 K, 38.6 Kとなった。また、抵抗値の温度依

存性は SrTiO3、MgO、KTaO3の順に金属的な伝導性が向

上していることが分かる。講演では各基板上のホール効

果測定の結果と Tcの膜厚依存性を合わせて議論する。[1] 
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Fig. 1 Temperature dependence of the 

normalized resistance of 1-unit-cell-thick 
FeSe films on SrTiO3 (blue), KTaO3 
(red) and MgO (green) substrates. 
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